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はじめに SiCパワーデバイスにおいて、結晶欠陥のデバイス電気特性への影響が報告されて

いる[1]、[2]。今回、SiCショットキー障壁ダイオード（SBD : Schottky Barrier Diode）の電

流-電圧特性における各種転位の影響を評価したので報告する。 

実験方法 SiC-SBDの順方向および逆方向電流-電圧特性を測定した後、KOHエッチング処理

を行い、結晶欠陥を顕在化した。KOH エッチング処理は財団法人ファインセラミックスセン

ター殿に委託した。その後、光学顕微鏡を用いて SiC-SBD のデバイス領域内の結晶欠陥を分

類し、電気特性との対応をとった。今回の実験では、電流密度が 1E-6 A/cm2となる順方向電

圧をスレッシュホールド電圧 Vth、電流密度が 1E-6 A/cm2となる逆方向電圧をブレークダウ

ン電圧 VBとした。貫通転位の個数と Vthおよび VBとの関係を詳細に調べた。 

実験結果および考察 図 1に SiC-SBDの順方向電流-電圧特性を示す。図２に電気特性と貫通

転位の個数との相関を示す。貫通転位数の増加とともに、Vthが減少する傾向が見られた。こ

の結果は、個々の転位が微少な電流リークを引き起こし、転位数の増加に対応して Vthが減少

することを示唆している。図３は Vth と VBの相関である。順方向特性と逆方向特性の微少リ

ークには相関があり、転位数の増加は逆方向特性の劣化も引き起こす。 

結論 マイクロパイプなどの致命的な結晶欠陥が存在しなくても、転位の数が多いほど SBD

の電気特性が劣化することが判明した。逆方向特性の詳細は当日発表する。 
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        図１ 順方向電流-電圧特性   図２ 転位密度と Vthの相関   図３ Vthと VBの相関 
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